
Лекция  23.
•

 
Полупроводники. Собственная

 
и

 
примесная

 проводимость
 

полупроводников. Полупроводники
 

р-
 и

 
n-типа

 
.р

 
– n-переход. Применение

 полупроводников: полупроводниковые
 

диоды, 
транзисторы, фотодиоды, фоторезисторы.

•
 

Контактные
 

явления. Контактная
 

разность
 потенциалов. Термоэлектричество. Термодвижущая

 сила. Термопары. Эффект
 

Пельтье. Явление
 Томсона. 

•
 

Сверхпроводимость. Основные
 

свойства
 сверхпроводников. Магнитная

 
индукция

 
внутри

 сверхпроводника. Эффект
 

Мейснера. Критическое
 поле. Высокотемпературная

 
сверхпроводимость. 

Применение
 

сверхпроводников.  



Полупроводники. Собственная
 

и
 

примесная
 проводимость

 
полупроводников.
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Примесеая проводимость полупроводников.
 Полупроводники p- и  n-типа.



р
 

– n-переход.
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Применение
 

полупроводников. Полупроводниковый
 

диод.



Применение
 

полупроводников.
 Биполярные

 
и

 
полевые

 
транзисторы.  
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Устройство

 

полевого

 

транзистора

 

с

 управляющим

 

p-n

 

переходом

Устройство
 

полевого
 

транзистора
 

с
 

изолированным
 

затвором. 



Топология
 

полупроводниковых
 

запоминающих
 

устройств:
 а) МНОП-транзистор; б) МОП

 
ПТ

 
с

 
плавающим

 
затвором

Зарядка
 

плавающего
 затвора

 
осуществляется

за
 

0.1мкс, разрядка
 

–
более

 
100 лет

 
при

 комнатной
 

температуре



фотодиоды, фоторезисторы.

Структурная
 

схема
 

фотодиода. 1
 

—
 кристалл

 
полупроводника; 2

 
—

 контакты; 3
 

— выводы; Ф
 

— поток
 электромагнитного

 
излучения; Е

 
—

 источник
 

постоянного
 

тока; Rн
 

—
 нагрузка. 



Контактные
 

явления. Контактная
 

разность
 

потенциалов. 
[2,§198]
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0 1 0 1 2 0 2Здесь энергия покоящегося электрона в вакууме,  и 
глубина потенциальных ям (электронное сродство данного вещества),  - 
химический потенциал электронов.
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Термоэлектричество
 

(явление
 

Зеебека
 

1821г.). 
Термодвижущая

 
сила. [2,§199].
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Термопары. [2,§202].



Эффект  Пельтье. [2,§200]

, где
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Для вырожденного электронного
газа при 0 ,

. Но ( ) ,

поэтому [( ) ( )] 0.
Если 0,  то 0.
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Явление
 

Томсона.

 дифф. форма закона, интегр. форма закона,
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Сверхпроводимость. Основные
 

свойства
 

сверхпроводников. 
Высокотемпературная

 
сверхпроводимость.

Явление
 

сверхпроводимости
 

было
 

открыто
 

Камерлинг-Оннесом
 

в
 

1911 году.
Переход

 
вещества

 
в

 
сверхпроводящее

 
состояние

 
в

 
отсутствии

 
внешнего

магнитного
 

поля
 

является
 

фазовым
 

переходом
 

2-го
 

рода, в
 

присутствии
 

поля
 

–
- 1-го

 
рода. Наибольше

 
значении

 
критической

 
температуры

 
(до

 
1986 года)

было
 

у
 

соединений
 

ниобия
 

и
 

германия
 

23,2 К.



Магнитная
 

индукция
 

внутри
 

сверхпроводника. 
Эффект

 
Мейсснера. Критическое

 
поле.

5~ 10d см



Если фактор формы 0,  то образец  сверхпроводника
первого рода переходит в нормальное состояние частями
(доменами). Сверхпроводники 1-го рода с положительной
поверхностной энергией, 2-го рода - с отрица

 

тельной.
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